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В настоящее время активно развиваются мембранные технологии, позволяющие 

получать кислород высокой чистоты из кислородсодержащих сред [1]. Этот процесс 

можно осуществить при помощи ионотранспортных мембран, изготовленных из 

материалов со смешанной электронно-ионной проводимостью. Для их создания 

необходимо подобрать электронный проводник, химически и термически совместимый 

с оксидом висмута, являющимся рекордсменом среди кислород-ионных проводников в 

средней области температур [2]. Подбор такого материала является сложной задачей, 

поскольку с большинством элементов он образует слабопроводящие соединения, 

которые снижают либо общую электронную, либо общую ионную проводимость 

композитов [3]. Кроме того, при полиморфном превращении оксид висмута 

претерпевает значительное изменение объема, сопровождающееся растрескиванием 

керамики на его основе [4]. 

В данной работе были получены твердые растворы на основе оксида индия  

In2-xМеxO3+0,5x, (Ме = Zr, Hf, Sn; x = 0,1), детально исследована серия образцов  

In2-xZrxO3+0,5x (х = 0,005…0,1), подобраны условия их синтеза. Изучена 

электропроводность образцов четырехзондовым методом, установлен характер 

проводимости материала в зависимости от типа вводимой добавки и её содержания. 

Определен фазовый состав полученных материалов с помощью рентгенофазового 

анализа. Измерена кажущаяся плотность, общая, закрытая и открытая пористости 

образцов в соответствии с ГОСТ 2409–2014, оценено влияние пористости на 

электропроводность материала. 

Установлено, что наибольшей проводимостью в системе In2-xZrxO3+0,5x обладает 

твердый раствор In1,985Zr0,015O3,0075. Объяснена возможная причина неаддитивности 

значений проводимости твердых растворов от концентрации слабопроводящей 

лигатуры ZrO2. 
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